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LMP7732
低ノイズ (2.9nV/√Hz)、高精度入出力フルスイング・アンプ

LMP®はナショナル セミコンダクターの登録商標です。

概要

LMP7732は、デュアルで低ノイズ、低オフセット電圧、入出力フ
ルスイング、低電圧を特長とする高精度アンプです。LMP7732
は、LMP®高精度アンプ・ファミリの一員であり、低電圧が要求さ
れる高精度で低ノイズのアプリケーションに最適です。

このオペアンプは、1/fコーナーがわずか 3Hzである 2.9nV/√Hz
の低電圧ノイズと最大値が± 40μVの低 DCオフセット電圧を提
供し、高精度で低周波数のアプリケーションに対応します。
LMP7732は、バイアス電流がわずか 1.5nAのバイポーラ接合型
入力段を備えています。きわめて低い ACおよび DCレベルの電
圧ノイズで補完されるこの低入力バイアス電流により、LMP7732
は測光アプリケーションに最適です。

LMP7732は、22MHｚの広い GBWを備えながら、消費電流は
わずか 4mAです。この高利得帯域幅と130dBの高い開ループ・
ゲインにより、高い閉ループ・ゲインが要求されるアプリケーション
での正確なシグナル・コンディショニングが可能になります。

LMP7732の電源電圧範囲は 1.8V～ 5.5Vです。このため、バッ
テリ駆動型のポータブル・アプリケーションに最適です。

LMP7732は、8ピンSOICおよびMSOPパッケージで提供されます。

LMP7731はこの製品のシングル・バージョンであり、5ピンSOT23、
8ピンSOICパッケージで提供されます。

特長

(代表値、TA＝ 25℃、VS＝ 5V)

■ 入力電圧ノイズ

― f＝ 3Hz 3.3nV/√Hz

― f＝ 1kHz 2.9nV/√Hz

■ オフセット電圧 (max) ± 40μV

■ オフセット電圧ドリフト(max) ± 1.3μV/℃

■ CMRR 130dB

■ 開ループ・ゲイン 130dB

■ GBW 22MHz

■ スルーレート 2.4V/μs

■ THD @ f＝ 10kHz、AV＝ 1、RL＝ 2kΩ 0.001%

■ 消費電流 4.4mA

■ 電源電圧範囲 1.8V～ 5.5V

■ 動作温度範囲 － 40℃～ 125℃

■ 入力バイアス電流 ± 1.5nA

■ 入出力フルスイング

アプリケーション
■ サーモパイル・アンプ

■ ガス解析装置

■ 測光計器

■ 医療用測定機器

代表的なアプリケーション

Thermopile Signal Amplifier
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32 絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

動作定格 (Note 1)

2.5V電気的特性 (Note 4)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 2.5V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL＞ 10kΩ～V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。

ESD耐圧 (Note 2) 

人体モデル

入力ピン 2000V

入力ピン以外 2000V

マシン・モデル 200V

帯電モデル 1000V

VIN差動電圧 ± 2V

電源電圧 (VS＝V＋－V－ ) 6.0V

保存周囲温度範囲 － 65℃～ 150℃

接合部温度 (Note 3) ＋ 150℃最大

ハンダ付け情報

赤外線または対流方式 (20秒 ) 235℃

流動ハンダ付けリード温度 (10秒 ) 260℃

周囲温度範囲 － 40℃～ 125℃

電源電圧 (VS＝V＋－V－ ) 1.8V～ 5.5V

パッケージ熱抵抗 (θJA)

8ピンSOIC 190 ℃ /W

8ピンMSOP 235℃ /W
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2.5V電気的特性 (Note 4) (つづき)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 2.5V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL＞ 10kΩ～V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。

3.3V電気的特性 (Note 4)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 3.3V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL＞ 10kΩ～V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。
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32 3.3V電気的特性 (Note 4) (つづき)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 3.3V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL＞ 10kΩ～V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。



5 www.national.com/jpn/

L
M

P
7732

5V電気的特性 (Note 4)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 5V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL ＞ 10kΩ～ V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。
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32 5V電気的特性 (Note 4) (つづき)

特記のない限り、すべてのリミット値は TA＝ 25℃、V＋＝ 5V、V－＝ 0V、VCM＝V＋ /2、RL ＞ 10kΩ～ V＋ /2で保証されます。
太字のリミット値は、全動作温度範囲に対して適用されます。

Note 1: 絶対最大定格とは、デバイスに破壊が発生する可能性のあるリミット値をいいます。動作定格とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能を
保証するものではありません。保証されている仕様およびその試験条件については、「電気的特性」の表を参照してください。

Note 2: 人体モデル適用規格 MIL-STD-883、Method 3015.7 

マシン・モデル適用規格 JESD22-A115-A (ESD MM std. of JEDEC)

電場 (界 )誘導帯電モデル適用規格 JESD22-C101-C (ESD FICDM std. of JEDEC)

Note 3: 最大消費電力は、最大接合部温度 TJ(max)、接合部－周囲温度間熱抵抗θJA、周囲温度 TAにより決まります。ある周囲温度での最大許容消費電力
PDは (TJ (max)－TA)/θJAです。すべての数値はプリント基板に直接ハンダ付けされたパッケージに適用されます。

Note 4: 「電気的特性」の値は、記載温度の工場出荷試験条件にのみ適用されます。工場試験条件で生じる自己発熱は、TJ＝TAとなる程度にきわめてわず
かです。「電気的特性」には、自己発熱によりTJ＞ TAとなる条件下で保証されるパラメータ性能値は記載されていません。絶対最大定格に記載され
ている接合部温度上限を超えるとデバイスに物理的または電気的な恒久的損傷を与えるおそれがあります。

Note 5: 代表 (typ)値は特性評価時におけるパラメータの標準値 (norm)を表します。実際の代表値は、経時的に変化するとともに、アプリケーションや構成にも
依存します。この代表値はテストされた値ではなく、出荷済みの製品材料に対する保証値ではありません。

Note 6: すべてのリミット値は、試験、統計分析、または設計のいずれかにより保証されています。

Note 7: 周囲温度製品テストは、25℃± 3℃で実行されています。

ピン配置図

8-Pin SOIC/MSOP

Top View

製品情報
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代表的な性能特性
特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Offset Voltage Distribution

Offset Voltage Distribution

Offset Voltage Distribution

TCVOS Distribution

TCVOS Distribution

TCVOS Distribution
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32 代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Offset Voltage Distribution

Offset Voltage vs. Temperature

PSRR vs. Frequency

TCVOS Distribution

Offset Voltage vs. Temperature

CMRR vs. Frequency
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代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Offset Voltage vs. Supply Voltage

Offset Voltage vs. VCM

Input Offset Voltage Time Drift

Offset Voltage vs. VCM

Offset Voltage vs. VCM

Slew Rate vs. Supply Voltage



10www.national.com/jpn/

L
M

P
77

32 代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Input Voltage Noise vs. Frequency

Time Domain Voltage Noise

Time Domain Voltage Noise

Input Current Noise vs. Frequency

Time Domain Voltage Noise

Output Voltage vs. Output Current
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代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Input Bias Current vs. VCM

Input Bias Current vs. VCM

Open Loop Frequency Response

Input Bias Current vs. VCM

Open Loop Frequency Response Over Temperature

Open Loop Frequency Response
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32 代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

THD+N vs. Frequency

Large Signal Step Response

Large Signal Step Response

THD+N vs. Output Voltage

Small Signal Step Response

Small Signal Step Response
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代表的な性能特性 (つづき)

特記のない限り、各値は次のとおりです。TA＝ 25℃、RL＞ 10kΩ、VCM＝VS/2。

Supply Current vs. Supply Voltage

Output Swing Low vs. Supply Voltage

Sourcing Current vs. Supply Voltage

Output Swing High vs. Supply Voltage

Sinking Current vs, Supply Voltage
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32 アプリケーション・ノート
LMP7732

LMP7732は、デュアルで低ノイズ、低オフセット電圧、入出力フ
ルスイング、低電圧を特長とする高精度アンプです。

1/fコーナーが 3Hzの、わずか 2.9nV/√Hzの低入力電圧ノイズ
により、LMP7732はDCの精度が重要であるセンサ・アプリケー
ションに最適です。

LMP7732は、わずか± 40μVのきわめて低いオフセット電圧が保
証されています。この低オフセット電圧ときわめて低い入力電圧ノ
イズの組み合わせにより、アンプによる誤差の影響が最小限に抑
えられるため、より高い信号品質とより高いNS比が実現できます。

LMP7732は、22MHzの高利得帯域幅を備えています。この広
い帯域幅により、より高い利得設定でアンプを使用しながら、アプ
リケーションのために十分使用可能な帯域幅を維持できます。こ
の特性は、1 つの段でより大きな利得を可能にし、その結果 SN
比が増加するので、出力電圧範囲がきわめて限られたセンサを
使用しなければならないシステム設計者にとって特に便利です。

LMP7732の入力段には、独自に開発された入力バイアスの打ち
消し回路が備わっています。このため、LMP7732 はバイポーラ
入力段でのバイアス電流は約 1.5nAにすぎません。この低入力
バイアス電流と、バイポーラ入力段に固有の低い入力電圧ノイズ
のために、LMP7732は高精度なアプリケーションに最適です。低
入力バイアス電流、低入力オフセット電圧、および低入力電圧ノ
イズの組み合わせにより、比類のない精度と高い信号品質が達
成されます。

ナショナル セミコンダクターは高精度アンプと高精度アンプが担う
マーケット・セグメントに全力を傾注しています。高精度アプリケー
ションや誤差配分が制限されたアプリケーションに応えるため、技
術サポートや幅広い特性データを提供しています。

LMP7732は、8ピン SOIC、MSOPパッケージで提供されます。
これらの小型パッケージは、面積の制約を受ける PC 基板および
携帯エレクトロニクス機器向けの理想的ソリューションです。

入力バイアス電流の打ち消し

LMP7732の入力段には、独自に開発された入力バイアス電流の
打ち消し回路が備わっています。

LMP7732は入力フルスイングに対応しています。これは、p入力
段と n 入力段を並列に配置することにより実現できます。両方の
入力段の回路は互いに対称なので、Figure 1には 1つの入力段
のみ示します。

Figure 1は、コモンモード電圧が一方のエンドポイントに近づくと、
電流 I1 が大きく増加することを示します。この増加した電流は、
抵抗 R1両端間の電圧降下の増加として現れ、アンプの IN＋上
の I1×R1に等しい値です。この電圧は、アンプのオフセット電圧
に影響します。コモンモード電圧が範囲の中ほどにあるとき、トラ
ンジスタは線形領域で動作し、I1は十分小さな値です。I1による
R1両端間の電圧降下は、大きさがアンプの入力オフセット電圧よ
り小さなオーダーなので無視できます。コモンモード電圧がレール
の 1つに近づくと、I1に起因するオフセット電圧が増加し、アンプ
のオフセット電圧に匹敵するほどになります。

FIGURE 1.   Input Bias Current Cancellation

入力電圧ノイズの測定

LMP7732 の入力電圧ノイズはきわめて低い値です。LMP7732
のピーク・ツー・ピーク入力電圧ノイズは、Figure 2 に示すような
テスト回路を使って測定できます。

FIGURE 2.   0.1 Hz to 10 Hz Noise Test Circuit
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アプリケーション・ノート (つづき)

0.1Hzコーナーでのこのノイズ・テスト回路の周波数応答は、1つ
のゼロだけで定義されます。この構成を使った 0.1Hz～ 10Hzの
ノイズ測定のテスト時間は、10秒を超えてはいけません。なぜな
ら、この時間制限が追加のゼロとして働き、0.1Hz以下の周波数
からのノイズの影響を削減または除去するからです。

Figure 3は、Figure 2で示す回路を使って測定した LMP7732の
代表的なピーク・ツー・ピーク・ノイズを示します。

FIGURE 3.   0.1 Hz to 10 Hz Input Voltage Noise

LMP7732 のきわめて低いピーク・ツー・ピーク・ノイズ特性の測
定には、特別な注意が必要です。正確な結果を得るために、デ
バイスを少なくても 5 分間ウォーミングアップする必要があります。
これは、オペアンプの入力オフセット電圧を特定の値にセトリング
するために行います。このウォーミングアップ中に、チップの温度
が約 30℃上昇するため、オフセットは一般に数μVだけ変化しま
す。このウォーミングアップ時間も含めて 10 秒間の測定を選択し
た場合、この温度変化は測定されたノイズとして現れる場合があ
ります。Figure 4は、LMP7732の典型的な 5つのデバイスのス
タートアップ・ドリフトを示します。

FIGURE 4.   Start-Up Input Offset Voltage Drift

ピーク・ツー・ピーク・ノイズ測定の間、LMP7732は遮へいする
必要があります。遮へいにより、空気の流れによるオフセットの変
動を防ぎます。空気の流れによりオフセットは数 nVの値で変動し、
入力電圧ノイズの測定はこれと同じ範囲で不正確になる可能性
があります。同様の理由で、テスト場所近くでの突然の振動も制
限する必要があります。この振動によるフィードスルーにより、ノイ
ズの測定値が増加し、その結果測定が無効になる可能性があり
ます。

入力間ダイオード

Figure 5に示すように、LMP7732には入力ピンの間に逆並列ダ
イオードが取り付けられています。これらのダイオードはアンプの入
力段を保護するためのものです。同時に、これらのダイオードは、
入力ピンで許容される差動入力電圧の大きさを制限します。差動
信号がダイオードをオンにするために必要な電圧より大きい場合、
ダイオードが損傷を受ける可能性があります。入力ピン間の差動
電圧を± 3個分のダイオード電圧降下までに制限するか、入力電
流を± 20mAまでに抑える必要があります。

FIGURE 5.   Anti-Parallel Diodes between Inputs
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32 アプリケーション・ノート (つづき)

ADCの駆動

A/Dコンバータ (ADC)は、通常その入力上にサンプリング・コン
デンサを備えています。ADCの入力がアンプの出力に直接接続
されているときは、充電電流はアンプからADCに流れます。この
充電電流は瞬間的なグリッチを引き起こし、このセトリングには多
少時間がかかります。この影響を最小化する方法がいくつかあり
ます。1つは、サンプリング・レートを遅くする方法です。この方
法では、アンプの出力を安定させるための十分な時間が得られま
す。スイッチ・コンデンサに起因するグリッチを最小化するための
他の方法では、ADC の入力に外付けコンデンサを接続します。
このコンデンサは、値が内部のスイッチング・コンデンサよりかなり
大きいため、ADC のサンプリング・コンデンサを迅速かつスムー
ズに充電させるために必要な電荷を提供します。この大型コンデ
ンサはアンプの出力にも負荷をかけるので、アンプの出力とこのコ
ンデンサの間に絶縁抵抗が必要です。この絶縁抵抗 RISO は、
アンプの出力から余分な負荷容量を分離し、またローパス・フィル
タからも分離するので、ノイズの低減とアンチ・エイリアシングの両
方の目的で設計できます。RISOを用いたときの影響は、この抵抗
の両端で電圧降下がいくらかあるために、信号振幅が減少する
ことです。

Figure 6 (a)は、アンプに直接接続されたADCを示します。この
設定でグリッチを最小化するために、遅いサンプリング・レートを
使う必要があります。Figure 6 (b)は、グリッチを最小化するため
の RISOと外付けコンデンサを示します。

FIGURE 6.   Driving An ADC

サーモパイル・アンプ

サーモパイル・センサ

サーモパイルは相互接続された熱電対の配列であり、物体の表
面温度を直接接触ではなく放射によって検出します。熱電対の
高温接合部と低温接合部は温度の影響を受けないように分離さ
れています。高温接合部は、測定表面からの IR放射にさらされ
ており、低温接合部はヒートシンクに接続しています。入射された
IR によりサーモパイルの高温接合部の温度が変化し、この変化
に比例した出力電圧が生成されます。

サーモパイルの高温接合部は、放射性の高いコーティングでカ
バーされています。IR放射がこの高放射性の素材に入射すると、
コーティングの温度が変化します。この温度変化がサーモパイル
により電圧に変換されます。放射率とは、黒体と比較した物質の
放射または吸収効率を表します。理想的な黒体の放射率は 1.0
です。光沢のある金属を除き、ほとんどの物質の放射率は 0.85
を超えます。実際的な問題として、光沢のある金属は放射率が
低いので、IR センサの候補としては適切ではありません。放射
率が低いのは、その物質の反射が大きいことを意味します。反
射物質は、それ自体の熱放射ではなく、周囲の環境の温度を
「反射」することがよくあります。このため、反射物質はサーモパ
イル・アプリケーションに適切ではありません。

サーモパイルの出力電圧は、温度と放射率を使って次の式から
求められます。

ここで

VOUT : サーモパイルの出力電圧

K : 比例定数

εOBJ: 被測定物質の放射率

TOBJ: 被測定物質の温度

δ : 修正率。これが必要なのは、サーモパイル・フィルタがすべ
ての波長に対してセンサへの入射を許可するわけではないため
です。

εTP: サーモパイルの放射率

TTP: サーモパイルの温度

上記のように、IR放射により焦電性物質の両端に静電気電圧が
生じます。照度が一定の場合、信号レベルの検出は減退します。
この理由により、放射には定期的なリフレッシュが必要になります。
このリフレッシュは、検出器の前に機械的なチョッパを設置するこ
とで実現されます。

サーモパイルは、他の温度測定デバイスに比べてきわめて速い応
答時間が特徴です。サーミスタと熱電対をパッケージにしたデバ
イスの応答時間はせいぜい数秒の範囲ですが、サーモパイルの
パッケージは、数十ミリ秒のオーダーの応答時間を容易に達成で
きます。またサーモパイルは、接触型温度測定機器と比較してき
わめて優れた熱分離特性を提供します。物理的な接触は、シス
テムの温度に影響し、温度勾配も生成されます。

Figure 7 は、サーモパイルの単純な構成を示します。低温接合
部はヒートシンクに接続され、アブソーバ素材が高温接合部をカ
バーしています。2 つの接合部の温度差異から生じる出力電圧
は、熱電対の配列の両端で測定されます。Figure 7から明らか
なように、サーモパイルの熱電対の数が増えると出力電圧範囲が
増大します。また、サーモパイル・センサの受光面積も増大します。
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FIGURE 7.   Thermopile

サーモパイルの温度範囲はとても広く、－ 100℃～ 1000℃の範
囲です。

特定のアプリケーションのためのサーモパイルを選択するときに、
いくつかのパラメータに注意する必要があります。これらのパラ
メータについて、次に説明します。

サーモパイルの感度、つまり応答性は、吸収された入力信号電
力に対する出力電圧の比率で決まり、通常は V/W の単位で指
定されます。一般に、サーモパイルの感度は数十 V/W～約 100V/W
の範囲です。普通は感度の高いものが求められます。感度は、
アブソーバの面積とセンサに使われている熱電対の数によって決
まります。多くの場合、感度は Sで表し、次のように定義されます。

S＝VOUT/PIN

サーモパイルの感度は、温度の変化により変化します。この変化
は、通常、感度の温度係数 (TC)として指定されます。このパラ
メータは、低い数値が望ましい値です。

サーモパイルの抵抗は、通常、データシートで指定されます。こ
れは、サーモパイルの出力信号の処理に使われるアンプの入力
によって現れるインピーダンスです。サーモパイル抵抗 RTP の一
般的な値の範囲は、数十 kΩ～約 100kΩです。この抵抗も、温
度の関数です。抵抗の温度係数は、通常、サーモパイルのデー
タシートで指定されます。他のパラメータと同様、温度による変化
が最小のものが望まれます。

サーモパイルの支配的なノイズ源はその抵抗値です。抵抗のノイ
ズ・スペクトル密度は、次の式で計算されます。

ここで、kはボルツマン定数、Tは絶対温度です。ノイズ・スペ
クトル密度の単位は、次のように表します。V/√Hz

サーモパイル・センサでは、このノイズは通常 VNOISEとして表し
ます。これは、次のような値です。

この電圧ノイズの値は、通常、数十 nV/√Hzのオーダーです。

ノイズ等価電力 (NEP)は、多くの場合、帯域幅の平方根に対す
る最小検出可能信号レベルの指定に使用されます。NEPは小さ
い値の方が望ましいのですが、この値はサーモパイルの受光面
積 ADによって決まります。サーモパイルは、次のようになります。

および

上記に示すように、2 つのサーモパイルの NEPは、対応する受
光面積を考慮しなければ、単純には比較できません。

サーモパイルを比較するよい方法として、その比検出能 D*に注
目する方法があります。比検出能には、デバイス・ノイズと感度
の両方が含まれます。これは、検出器の受光面積とノイズ帯域
幅も考慮して正規化されます。D*は、次の式で求められます。

D*の単位は cm√Hz/ Wです。比検出能の値は、通常、108～
3*108cm√Hz/ Wの範囲です。

放射を受けてからサーモパイルが熱平衡状態になるまで、しばら
く時間がかかります。センサがこの平衡状態に達するまでの時間
は、センサの応答時間または時間定数と呼ばれます。低い値の
時間定数が望ましいことは明らかです。

高精度アンプ

サーモパイルの出力はきわめて小さく、通常はわずか数ミリボルト
のオーダーしかないので、信号コンディショニング・パスの最初の
部分に増幅機能を含める必要があります。この目的でアンプを選
択するとき、いくつかのセンサ特性と、アンプに対するそれらの作
用を考慮する必要があります。それは、次のような点です。

センサのインピーダンスとオペアンプの入力バイアス電流

入力バイアス電流は、センサの両端の電圧降下を引き起こしま
す。また、この電圧の大きさはセンサのインピーダンスにバイアス
電流の大きさを乗じた値と等しくなります。センサの入力インピーダ
ンスが大きくなるほど、アンプの入力バイアス電流の効果は増強さ
れます。インピーダンスがきわめて高いセンサでは、入力バイアス
電流がなるべく低いオペアンプを使用することが鉄則です。サー
モパイルの入力インピーダンスは 100kΩの範囲なので、入力バイ
アス電流は他のアプリケーションの場合のように重要ではありませ
ん。

センサの出力電圧範囲 :

センサの出力信号はオペアンプに供給され、ここで増幅されたり、
増幅されない場合はコンディショニングされたりします (レベル・シ
フトやバッファリングなど )。この出力信号のいくつかのパラメータ
に注意することが重要です。

重要な項目の 1つは、センサ出力の予想される最も低いレベルで
あり、これをアンプの総入力ノイズに影響する他のパラメータと比
較します。センサの出力レベルがオペアンプの総入力ノイズの大
きさと同じオーダーかまたはこれより小さい場合は、オペアンプの出
力とADCの入力の信号品質は損なわれます。
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FIGURE 8.   Thermopile Amplifier

Figure 8は、サーモパイル・アンプとして使用された LMP7732を
示します。LMP7732 は、サーモパイル・センサで使用するのに
最適です。LMP7732 が備えたきわめて低い入力電圧ノイズとき
わめて低い 1/fコーナー周波数により、比類のない正確さと精度
が実現されます。1/fノイズは、DC動作モードの誤差を引き起こ
す主な原因の 1 つです。サーモパイルやその他のセンサの多く
はDC信号で動作するので、DCレベルでの信号品質は大変重
要です。LMP7732は、きわめて低いオフセット電圧とオフセット電
圧ドリフトも提供し、これはアンプの入力オフセット電圧のサーモパ
イル信号への影響を大きく削減します。この回路で使用される
サーモパイルは、PerkinElmer Optoelectronics、PKIの TPS332
です。このサーモパイルには、75kΩの内部抵抗 RTP が備わっ
ています。サーモパイルの出力電圧は、DC 電圧源で表されま
す。TPS332 のパッケージにはサーミスタが内蔵されています。
サーミスタは、測定時にサーモパイルの周囲温度を測定するため
に使用されます。室温でのサーミスタの抵抗は 30kΩです。この
サーモパイルおよび PKIの他のセンサの詳細については、
http://www.perkinelmer.com/を参照してください。

Figure 8の回路は、LMP7732をサーモパイルに接続する方法を
示しています。この回路は、2つの LMP7732アンプ、高精度の
電圧基準である LM4140A-2.5、2 チャネル A/D コンバータの
ADC122S021、およびサーモパイル・センサで構成されます。こ
の回路で使用される2つのアンプは、参照しやすいように番号が
付けられているので注意してください。Figure 8の LMP7732ア
ンプは、アンプ 1およびアンプ 2と呼びます。

Figure 8で、LM4140Aは 2.5Vの高精度の電圧基準を提供しま
す。この基準電圧は、30kΩ の抵抗を介してサーミスタに与えら
れます。サーミスタの抵抗は、この設定を使用して電圧に変換さ
れます。この電圧は、ADCのチャネル 1に供給されます。ADC
はこの電圧とサーミスタの参照テーブルを使用して、この電圧を温
度に変換します。2.5V 基準電圧も、バッファとして構成されたア
ンプ 1に供給されます。この LMP7732は、2.5V信号をアンプ 2
の両方の入力に伝達します。これは、2.5Vがアンプ 2の出力に
現れることを意味します。中位の値の出力レベルを持つことは重
要です。サーモパイル・センサはバイポーラ出力信号を出すので、
この方法によって、極性が正であっても負であっても、アンプは正
確なサーモパイル電圧を得られるからです。また、アンプ 2 の出
力信号が正のみであることも、中位の値の出力レベルが重要であ
る理由の 1つです。ADCはその入力で正の信号のみを処理で
きます。アンプ 2 は、サーモパイルの信号の取得とフィルタリング
に使用されます。ローパス・フィルタにより、ACノイズが増加しな
いことが保証され、その結果出力信号のノイズは少なくなります。
アンプ 2の出力はADCのチャネル 0に供給されます。ADCは、
チャネル1の電圧とサーミスタの参照テーブルから計算された周囲
温度、チャネル 0 で利用可能なサーモパイルの取得出力電圧、
およびサーモパイルの参照テーブルを使用して、対象物の温度を
決定します。
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8-Pin SOIC
NS Package Number M08A

8-Pin MSOP
NS Package Number MUA08A
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